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OEM: Texas Instruments Transistor TIS98 Datasheet

TIS94 bi
NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Gehéuse S s TISe9
Besonders geeignet fiir rauscharme Hi-Fi-NF-Verstérker, sowie fiir allgemeine
NF-Anwendungen bei niedrigen bis mittleren Strémen
Hohe Sperrspannung: Uisricro = 60 V min — TIS69, TI1S99
Ausgezeichnete hre-Linearitdt bis 100 mA

Mechanische Daten
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TIS 84, TIS 85, TIS 96 TIS &7, TIS 98, TIS 98
1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor 1 = Emitter, 2 — Basls, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehiuse widersteht Lét-
temperaturen chne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtighkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068,

TIS94 TIS95 TIS96

Absolute Grenzwerte TisaT TISas TiSe9

Kollektor-Basis-Spannung 60V BDV 80 W
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 40V 60V 65V
Emitter-Basis-Spannung gV &Y 6 W
Kollektor-Spitzenstrom - 200 mA -
Gesamtdaververlustleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) - 360 mW -+
Gesamtverlustleistung bei 25 °C Drahttermperatur (Bem. 3) - 500 mw
Lagerungstemperatur + —65°C bis +150°C —
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse fir 10 s - 260 °C -

Bemerkungen:

1. Dies gilt bel offenar Basls,

2. Fallt linear bis zu 1580 *C ab; Ableltungskonstante 2.9 mW/=C.

3. Fallt linear mit 4 mW/"C auf 150 °C ab. Die Drahttemperatur wird im Abstand von 1,6 mm vom Gehéiuse
gemessan,

*  Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bel 25 *C Umgebungstemperatur

Paramaeter

Prif-
bedingungen

TIS94
TIsaT

min typ max min typ

TIS95
TiS9E

max min typ max

TI596
TISH

Ein-
helt

Usriceo

Kaollektor-Emitter-
Durehbruchspannung

lg = 10'mA,
Im=10
(Bem, 4)

40

L1}

&5

leno

Kollektor-Basis-Reststrom

Uce = 40V,
Ig=10
Upn = 60V,
g =0
Upe = 80V,
Ig=0

10

10

10

10

10

10

na&

14

IEBOD

Emitter-Basis-Reststrom

Uge = 6BV,
le=10

nA

hre

Statische Stromverstérkung

Ugg =5V,
lg = 100 wA
Uge =5V,
lg =1 maA
Uge =5V,
lg = 10 m&
{Bem. 4)
Upr =5V,
lg = 100 mA
{Bam, 4)

250 340 T00

100 200 300

128

110

Ung

Basis-Emitter-Spannung

Ugg = 6V,
Ig = 100 pA
Uem = 5V,
Ig=1mA

Ugg =5V,
lg = 10 m&
(Bem. 4)

0,45

0,66

0.5

0,7

0.6

0,8

Uce

Kollektor-Emitter-Spannung

Im = 0,1 mA,
Ig = 10 mA
{Bem. 4)

lp = 2 mA,
lg = 100 mA
(Bem. 4)

UcEian

Kollektor-Emitter-
Sittigungsspannung

Im = 5 ma,
Ig = 100 mA,
{Bam. 4)

0.5

05

hire

KurzschluB-Eingangs-
Impedanz
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Ugg = 5V,
lg = 100 pA,
f=1kHz
U(;I.-ﬁ"lft
lg=1mA,
f=1EkHz
Ugg = 5V,
lg = 10 mA,
f=1KkHz
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Parameter

Prof-
bedingungen

TISo4 TIS85
TISe7 TiSa8 TiSe8
min typ max min typ max

min typ max

Ein=
hieit

hz1e

KurzschluB-
Stromverstarkung

Ueg =5VY,
lg = 100 A,
f=1kHz
Ucz =5V,
Ig = 1 mA,
f=1kHz
Ueg =5V,
lg = 10 mA,
f=1kHz

250 440 BOO

100 240 400

hyge

Leerlauf-Spannungs-
Rickwirkung

Upr =5V,
lg = 100 pA,
fom 1 kHz
Ugg =5V,
Ig = 1 mA,
f=1EkHz
Upm =&Y,
g = 10 ma,
f=1kHz

30 = 10+

1,5 x 104

0,8 x 104

haze

Leerlauf-Ausgangs-
admittanz

Upg =5V,
Ig = 100 pA,
f=1kHz
Upg =5V,
lg=1méA,
f=1kH:z
Upg =5V,
Ig = 10 mA,
fa= 1 kM2

n

B3

uSs

Yile

Vorwirtssteilheit

Ucg =5V,
lg = 100 pA,
fm 1 kHz
Ueg =5V,
lg =1 mA,
f=1kHz
Ucg =5V,
lg = 10 mA,
F=1kHz

3.8

ms

m3

Ihayef

HKurzschluB-
Stromverstérkung

Ucg =5V,
g = 10 mA,
f = 100 MHz

HKeollektor-Basis-HKapazitét

Ugg =5V,
g =0,
f=1MHz
(Bam., 5)

pF

Emitter-Basis-Kapazitat

Upp =05V,
lg=10,
f=1MHz
(Bam, 5)
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Betriebewerte bei 25 °C Umgebungstemperatur

ﬁlumdrr Prifbedingungen TiSe4 Ein-
TISa7 hait
max
F Rauschiaktor Uee=5V, Ilc=30pA, Re=10kRQ, f=1KkHz, 2 dB
Bandbreite = 100 Hz
F Mittlerer Rauschiaktor Ucg =6V, lg=100uA, Rg = 10 kO, 3 dB

Bandbreite = 15,7 kHz, fy = 10Hz, f=10kHz

Bemerkungen:

4, ImpulsmdBig gemessen; tp = 300 pe, Tastverhidlinis = 292,
B. Cen und Cep werden nach dem Dreipol-MeBverfahren mit abgeschirmter dritter Elekirode gemessen.

Die Stromverstirkung hpg von TIS96 und TIS89 wird in drei farbkodierten Gruppen geliefert, von denen
Jede ein Verhaltnis von 2: 1 entsprechend nachfolgender Tabelle aufweist. Aus dieser Unterteilung sind
keine Rickschlisse auf die Verteilung der Stromverstirkung zu ziehen,

Farbkode hre-Gruppe
Veg =8V, lg = 100 mA
rot 55—110
orange 90—180
gelb 150—300
Typische Kennwerte
Ausgangskennlinlen lg = f{Ugg)
TISM, TISa7 TIS98, TS
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Ung = f(lz) Upe = f({lo)
Tises, TISes TISe6, TS99
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Mormlerte h-Parameter als Funktion des Kollektorstroms

TISH, TISHT TI585, TISe8
o e — —
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Iz = Kollektorstrom — mi lg = Kollektorstrom = mA
Bemerkungen: hys (deutsche Morm heje) = KurzschluBstromverstarkung;
hie (deutsche Morm hi1e) = KurzschliuB-Eingangsimpedanz;
hee (deutsche MNorm hege) = Leerlauf-Ausgangsadmittanz;
hee (deutsche Morm hize) = Leerlauf-Spannungsrickwirkung.
Mormierte h-Parameter als Funktion des Kollektorstroms Cen = f{Ucr)
TIS96, TiSa9 TIS598, TIS99
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Ig = Kollektorstrom = mA Ucl-M1hlur-hH|—Spnnﬂurq -V

Bemerkung:
7. Um eine Zerstérung der Bauelemente zu vermeiden, wurde bei der Messung dieser Parameter flr
t = 6 sec eine Vorspannung angelegt.
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Cen = f(Ugg) NF = f(Rg)
TIS 84, TIS 87 TIS M, TIS 97
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f = Frequenz — kHz

Bamerkungen: Mittlere Rauschzahl NF .2 mittlerem Rauschfakior F (s. 5. 42 oben)
Punkt-Rauschzahl MF = Rauschfaktor F (5. 5. 42 oben)
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